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摘要(译)

根据本发明的一个特征，根据以下步骤制造显示设备：形成半导体层；
在半导体层上形成栅绝缘层；在栅绝缘层上形成栅电极层；形成与半导
体层接触的源电极层和漏电极层；形成电连接到源电极层或漏电极层的
第一电极层；在第一电极层的一部分，栅电极层，源电极层和漏电极层
上形成无机绝缘层；使该无机绝缘层和第一电极层进行等离子体处理；
在已进行等离子体处理的无机绝缘层和第一电极层上形成电致发光层；
和在电致发光层上形成第二电极层。
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